
BAY35 

Typ diody: dioda krzemowa 
Firma: ITT 
Wykonanie: dioda krzemowa planarna, po-
jemnościowa w obudowie DO-7, bardzo 
duża rezystancja przy małych napięciach, 
w zakresie małych prądów przewodzenia 
logarytmiczny przebieg krzywej przewodze-
nia, ciężar około 0,2 G 
Zastosowanie: układy modulacyjne o bardzo 
dużej rezystancji do przetwarzania napięć 
stałych rzędu kilku mV na napięcia zmienne, 
wzmacniacze napięcia stałego o rezystancji 
wewnętrznej rzędu tysięcy МП 
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Oznaczenie katody 

I 
Rys. 2-90. BY35 



Rys. 2-91. Zależność pojemności całkowitej 
od napięcia diody 

Rys. 2-92. Zależność wartości względnej 
rezystancji w kierunku zaporowym od na-

pięcia wstecznego 
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Rys. 2-93. Zależność wartości względnej 
rezystancji w kierunku przewodzenia od 

napięcia przewodzenia 

Rys. 2-94. Zależność wartości względnej po-
jemności całkowitej od temperatury złącza 
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Rys. 2-95. Zależność wartości względnej 
rezystancji w kierunku zaporowym od tem-

peratury złącza 
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Rys. 2-96. Zależność wartości względnej 
rezystancji w kierunku przewodzenia od 

temperatury złącza 

Rys. 2-97. Charakterystyka prądu przewo-
dzenia 


